
제 42 회 동계학술대회 417

TF-P048

Scale-down 된 Polyestrene 박막 안에 분산된 

InP 나노입자를 사용하여 제작한 

비휘발성 메모리 저장용량 특성

이세한, 서  가, 김태환

한양대학교 전자컴퓨터통신공학과

  나노복합체를 이용하여 제작한 유기 쌍안정성 형태의 비휘발성 메모리 소자는 간단한 공정과 

플렉서블 기기에 응용 가능성 때문에 많은 연구가 진행되고 있다. 나노복합체를 사용하여 제작

한 비휘발성 메모리 소자의 전기적 성질에 한 연구는 많이 진행되었으나, Scale-dwon 효과를 

고려한 연구가 미흡하다. 본 연구에서는 polyestrene (PS) 박막 층 내부에 분산된 InP 나노입자를 

사용한 메모리 소자를 제작하여 전기적 특성을 관찰하였다. InP 나노입자를 PS와 용매인 octa-
decene에 용해한 후에 초음파 교반기를 사용하여 두 물질을 고르게 섞었다. 고도핑된 Si 기판 

위에 100 nm 두께의 SiO2 위에 InP 나노입자와 PS가 섞인 용액을 스핀 코팅한 후, 열을 가해 

용매를 제거하여 InP 나노입자가 PS에 분산되어 있는 나노복합체 박막을 형성하였다. 형성된 

나노복합체 박막 위에 상부 전극으로 Al을 열증착하여 비휘발성 메모리 소자를 제작하였다. 제
작된 메모리 소자는 Al 전극을 마스크를 사용하여 플라즈마 에싱 장비로 에칭을 하였다. 에칭

된 소자와 에칭하지 않은 소자의 정전용량-전압 특성을 측정하였다. Flat band 이동은 에칭된 소

자가 0.3 V이며 에칭하지 않은 소자는 1.3 V이다. 실험 결과는 에칭을 통해 전기장에 영향 받

는 영역이 작아지므로 flat band 이동이 줄어들었다. 에칭방법을 통한 scale-down 효과로 정전용

량이 줄어드는 것을 알 수 있었다.
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